IV. Laboratorium badan nanostruktur

Komplementarny zestaw do badania wtasciwosci fizycznych powierzchni krysztatéw,
cienkich warstw i nanostruktur tworzg nastepujgce uktady pomiarowe: SPM (Scanning Probe
Microscope) — mikroskop ze skanujgcg sondg, SPLEEM (Spin Polarized Low Energy Electron
Microscope) — mikroskop niskoenergetycznych spolaryzowanych elektronow.

W szczegdlnosci istnieje mozliwos¢ okreslanie: struktury krystalograficznej, morfologii
powierzchni, chropowatosci powierzchni metodami kontaktowymi i bezkontaktowymi
z atomowq rozdzielczoscig, powierzchniowej struktury domen magnetycznych, kierunku
wektora magnetyzacji domen magnetycznych.

Wstepng preparatyke badanych materiatdw moze byé wykonana za pomoca
precyzyjnego uktadu do orientacji probek monokrystalicznych z wykorzystaniem dyfrakgji
promieni rentgenowskich, ciecia, szlifowania i polerowania.

System SPM wyposazony jest w niskotemperaturowg (< 5 K) sonde STM oraz AFM
pracujgce w warunkach super wysokiej prozni (UHV — Ultra High Vacuum).

Najwazniejsze parametry uktadu SPM:

gtowica LT STM chfodzona ponizej 5K w ukfadzie z kriostatem zalewowym He i LN,
atomowa zdolnos¢ rozdzielcza STM. W kierunku Z < 0.005nm,

skaner wyposazony w urzgdzenia do montowania czujnika AFM,

zakres skanowania nie mniej niz 10 pm x 10 um x 1 um w temperaturze pokojowej,
zakres zgrubnego ustawienia ostrza nie mniej niz 5mm x 5 mm x10 mm,

mozliwos¢ montazu prébek o grubosci do 5mm,

mozliwos¢ naparowania molekut i atomdéw z dwéch Zzrddet na prébke podczas
skanowania STM/AFM.



Jedyny w Polsce uktad SPLEEM stwarza unikalne mozliwosci badania: morfologii
powierzchni ze zdolnoscig rozdzielczg w ptaszczyznie < 10 nm i atomowa w kierunku
prostopadtym do powierzchni, struktury krystalograficznej i struktury magnetycznej.
Technika umozliwia prowadzenie badan w czasie rzeczywistym rdézinych proceséw
dynamicznych na powierzchni.

Najwazniejsze parametry uktadu SPM:

e obrazowanie w modach: LEEM, SPLEEM, LEEM w ciemnym polu, MEM, TEEM, PEEM,

e rozdzielczos¢ (kryterium 16 % / 84 %): 8 nm lub lepsza w modzie LEEM, 10 nm w
modzie PEEM,

e praca w modzie LEED, uLEED, LEED z wybranego obszaru,

e zakres energii elektronéw padajgcych na prébke: nie mniejszy niz od -5 do 500 V,

e zakres Srednicy pola widzenia: od 1,25 pum do co najmniej 80 um w modzie LEEM
i SPLEEM i od 1,25 um do co najmniej 150 um w modzie PEEM,

e powiekszenie do co najmniej 20000 razy,

e ciénienie w komorze gtéwnej i uktadzie oéwietlajacym rzedu 10™* Torra,

e zakres temperatur prébki: od 110 K do 2000 K.



Zestaw goniometr, precyzyjna pita diamentowa, szlifierka i polerka umozliwiajg

przygotowanie podtoza (badanego materiatu) do szczegétowych badan.

Najwazniejsze parametry zestawu:

orientacja krysztatéw za pomocga promieni rentgenowskich

ciecie w wielu ptaszczyznach o zadany kat w zakresie od 0 do 45 stopni z doktadnoscig
pozycjonowania min. 0,5°,

doktadnosé posuwu w osi Z nie gorsza niz 1um, w osi X iY nie gorsza niz 100 um,
trasowanie przysztej linii ciecia monokrysztatu za pomoca lasera,

pozycjonowanie monokrysztatu za pomocg lasera wewnatrz komory,

dwie niezalezne gtowice zmienno-obrotowe(prawo-lewo) wraz z pierscieniami
prowadzgcymi ceramicznymi,

Srednica kazdego z kot nosnych lappingowych 300 mm, z mozliwosciag mocowania
wiekszych két o sSrednicy 381mm.



